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Growth of highly aligned delta doped NV center diamond film 
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タイヤモンド NV センターを用いたナノ/顕微 NMR・MRI の実現には、配向制御された高密度

な NV センターをデルタドープ層として形成することが重要である。デルタドープ膜に関する先

行研究は[1][2][3]、(100)基板における報告のみであり、高配向な NV センターを有するデルタドー

プ薄膜の形成に関しては報告がない。NV センターの配向制御には、(111)基板上への CVD 成長

が有効であることが報告されている[4]。本研究では、(111)基板においてステップフロー合成を実

現し高配向な NV センターを有するデルタドープ薄膜の作製を実現した。 

Fig.1 に今回作成された薄膜の概要図を示す。まず、[1̅1̅2]方向へ 2°オフ角研磨された Ib ダイヤ

モンド(111)HPHT 基板上に、CH4/H2(0.05%)をガス源とし、intrinsic ダイヤモンド膜を 2um 形成し

た。その上に、0.04%の窒素を流すことで窒素を有するデルタドープダイヤモンド薄膜の CVD

成長を行った。Intrinsic な膜の形成により Ib 基板との光学的情報を分離し、デルタドープ層の光

学的評価を行った。 

Fig.1 SIMS によるデルタドープサンプルの窒素濃度測定結果を示す。表面近傍 35nm 以下の領

域において窒素を含む層の膜厚の変化が観測されており、その下に位置する Intrinsic な層におい

ては窒素濃度がバックグランドレベル以下となっている。Fig.2 に 34nm の薄膜サンプルにおける

表面近傍の ODMR スペクトルを示す。ODMR スペクトルより配向率が 85％以上であることが分

かり、35nm 以下の薄膜において NV センターの配向制御に成功していることがわかる。このこ

とから高配向な NV センターを含むデルタドープ層の作成に成功したことがわかる。 
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Fig.1 SIMS profile of delta doped diamond film 
containing NV centers 

Fig. 2 ODMR spectrum of delta doped NV center  
diamond film 
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